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navzajem ve sméru (V) posuvu, pfi¢emz monokrystal (1) je
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jmenovitou krystalografickou orientaci (K), pti¢emz tihel (p)
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smérem (V) posuvu fezného néstroje (2, 3; 8, 8a, 8b, 8c) se
voli tak, Ze se sily pisobici na fezny néstroj (2, 3; 8, 8a, 8b,
8c) béhem fezani ve sméru kolmém na rovinu (T) tezu
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Zpisob a zaFizeni pro déleni monokrystalii, nastavovaci zafFizeni a zkuSebni postup zji§to-
vani krystalografické orientace

Oblast techniky

Predlozeny vynalez se tyka zpisobu a zafizeni pro déleni monokrystald, nastavovaciho zafizeni a
zkuSebniho postupu zjistovani krystalografické orientace pro uvedeny zpisob.

Dosavadni stav techniky

Monokrystaly vytvarené taZenim krystalu se fezanim rozdéluji na jednotlivé ploché kusy znamé
Jako platky pro pouziti v polovodiové technice. Ze stavu techniky znamymi technologickymi
postupy pouzivanymi pro tento ucel jsou fezani pilou a fezani dratem. Vysledkem piisobeni fez-
nych sil vyskytujicich se pii déleni monokrystalii rozfezavanim je boéni vychyleni otagejici se
kotoucové pily v piipad€ fezani pilou nebo dratu v piipad® fezani dritem. Disledkem je vytva-
feni platki nestejnomérné tloustky nebo platkd, jejichz povrch vykazuje dal$i nepravidelnosti,
napfiklad nerovnosti a deformace. V ptipadé kiemikovych monokrystald je prevazné se vyskytu-
Jicim problémem zvInéni povrchu. Tato skutednost méa za nasledek sniZeni jakosti vytvatenych
platkd, a tim nizsi produkci vysoce jakostnich platka.

Za {icelem vyfeSeni tohoto problému je, v pfipadé fezani pilou, znamé méfit vychyleni kotoutové
pily a korigovat toto vychyleni prostiednictvim pisobeni stlateného vzduchu. Tento postup
vykazuje nevyhodu spocivajici v tom, Ze stladeny vzduch neptiznivé ovliviiuje film chladiciho
média aplikovaného za ielem chlazeni kotoucové pily, coz zase ovliviiuje vlastni ochlazovéni
behem fezdni. Déle je znamé ustavit monokrystal do drzéku, ktery je specificky tvarovany tak,
aby za UCelem jejich kompenzovani piisobil proti uvedenym silam, které zpaisobuji vychylovani
kotoucové pily, opaéné pisobicimi silami. V ptipadé fezani dratem Z4dné &inné ovliviiovani
vychylovani dratu neni mozné.

Podstata vynélezu

Cilem pfedloZeného vynalezu je poskytnout zpiisob a zafizeni pro déleni monokrystald, nastavo-
vaci zafizeni a zkuSebni postup zjiStovani krystalografické orientace monokrystalu pro uvedeny
zptsob, které odstraniuji shora zmifiované problémy a nedostatky.

Uvedeného cile se dosahuje prostrednictvim zptisobu podle naroku 1, nastavovaciho zatizeni
podle naroku 12 a zkuSebniho postupu podle naroku 16.

Dalsi podstatné znaky rozvijejici zakladni feSeni vynalezu jsou specifikované ve vedlejsich
patentovych narocich.

Zpiisob a zafizeni podle vynalezu vykazuji vyhodu spo&ivajici ve zvyseni jakosti platkti a umoz-
néni rozfezdvani monokrystalu vy$§imi rychlostmi posuvu. Diky tomu je fezani pilou mozné
pouZit zejména pro GaAs, a to dokonce i pro vytvateni platki o tloustce Sest palcti (152,4 mm),
pripadné vetsi. V disledku zvysené jakosti vytvafenych platkd je mozné jinak obvyklé kroky
Jejich nésledného zpracovavani ve vétsing pripadi vypustit.
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Prehled obrazki na vvkresech

Dalsi charakteristické vlastnosti a i¢elné znaky piedloZzeného vynélezu budou zfejmé z nasledu-

jiciho popisu piikladii jeho konkrétnich provedeni s odvolanim na p¥ipojené obrazky, ve kterych

predstavuje:

obr.1  schématické znazornéni zafizeni pro fezani pilou podle vynalezu v pohledu ve sméru
sttedové podélné osy monokrystalu;

obr.2  schématické zndzornéni zafizeni pro fezani pilou podle vynélezu v bokorysném
pohledu;

obr.3  schématické znazornéni zafizeni pro fezani dratem podle vynélezu v perspektivnim
pohledu;

obr.4  schématické znadzornéni zafizeni pro fezani dratem podle vynélezu v bokorysném
pohledu;

obr. 5  schématické zndzornéni platku pfi fezani pilou v bokorysném pohledu;
obr. 6  grafické zndzornéni sil plsobicich béhem fezani pilou;

obr.7  grafické znazornéni kritické hloubky vniknuti pro tvofeni siti mikroskopickych trhlinek
jako funkce sméru posuvu fezného néstroje béhem rozfezavani GaAs monokrystalu;

obr.8  grafické znazornéni extrémnich hodnot vysledné sily tvofené slozkami axialni odtlato-
vaci sily, jejichz vysledkem je bo¢ni vychylovani fezného néastroje jako funkce sméru
posuvu tohoto fezného nastroje béhem rozfezavani GaAs monokrystalu za pouZiti
fezani pilou;

obr.9  grafické znazornéni nerovnosti povrchu platku jako funkce nastaveni jmenovité krysta-
lografické orientace vzhledem ke sméru posuvu fezného néstroje pfi roziezavani GaAs
monokrystalu za pouziti fezani pilou;

obr. 10 grafické zndzornéni drsnosti povrchu platku jako funkce nastaveni jmenovité krystalo-
grafické orientace vzhledem ke sméru posuvu fezného néstroje pfi roziezavani GaAs
monokrystalu;

obr. 11 schématické znazornéni kroku zkusebniho postupu podle vynalezu pro zjistovani opti-
mélniho uhlu mezi jmenovitou krystalografickou orientaci a smérem posuvu fezného
nastroje pii fezani dratem; a

obr. 12 schématické znazornéni zafizeni pro nastavovani monokrystalu v perspektivnim pohle-
du.

Priklady provedeni vynalezu

PrestoZe bude predlozeny vynalez dale popsan v souvislosti s urgitymi pfednostnimi provede-
nimi, neni umyslem tohoto popisu omezit jeho rozsah pouze na tato popsana provedeni. Naopak,
zamérem tohoto popisu je obséhnout a pokryt vSechny alternativy, modifikace a ekvivalenty
takovych provedeni, které spadaji do podstaty a narokovaného rozsahu predlozeného vynalezu
tak, jak je tento definovany v pfipojenych patentovych narocich.

Jak miZe byt z obr. 1 a 2 seznatelné, v prvnim provedeni zatizeni podle predlozeného vynélezu
Je timto zafizenim zafizeni pro fezani pilou. Monokrystal 1 v podstaté valcové konfigurace se
sttedovou podélnou osou M je uchyceny a fixovany prostfednictvim neznazornéného drzaku.
Kotoucova pila 2, ktera, jak zndmo, sestava z kovového kotouge se sttedovym otvorem, na jehoz
vngj$im obvodu je upraveny fezaci bfit 3 vytvofeny nanesenim diamantovych zrn, je ulozena
oto¢n€ kolem osy R otafeni vzhledem k monokrystalu tak, Ze stfedova podélna osa M mono-
krystalu a osa R ota¢eni kotou¢ové pily probihaji navzjem paralelng. Dale je opatieny pohonem,
neni znazornény, ktery umoZiuje otaceni kotoutové pily 2 uréenou rychlosti kolem osy R ota-
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telny ve sméru V posuvu fezného nastroje, naznateného na obr. 2, smérem ke kotoudové pile 2
tak, Ze touto kotou€ovou pilou 2 je mozné monokrystal 1 v roviné kolmé na jeho stredovou
podélnou osu M tiplné roziiznout. Kromé toho je opatfeny pohon pro pfemistovani monokrys-
talu 1 kolmo vzhledem ke kotoudové pile 2 nebo ve sméru jeji stiedové podélné osy rychlosti w.

Jak miize byt seznatelné zejména z obr. 1, neni monokrystal 1 iplné valcovy, ale vykazuje na
svém vnéj$im povrchu urdity rovinny Gsek 4, ktery je zde oznadovany také jako rovinna plocha a
ktery po ustaveni monokrystalu 1 definovanym zpiisobem tak, Ze thel a, ktery urgita krystalogra-
ficka orientace K, napfiklad orientace [011] v pfipadé GaAs, a norméla N na rovinny usek 4
vnéjsiho povrchu mezi sebou sviraji v roviné kolmé na stiedovou podélnou osu M, je znamy.
Vzhledem k tomu, Ze je znamy tGhel g, je rovnéZ tak znamy thel p svirany mezi jmenovitou krys-
talografickou orientaci K a smérem V posuvu fezného nastroje v roving kolmé na stfedovou
podélnou osu M monokrystalu a tudiZ v roviné T fezu. Mé&lo by byt uvedeno, ze namisto uvedené
rovinné plochy miize byt na vn&j$im povrchu monokrystalu opatfeny také vrub typu drazky.
Jedinym smérodatnym faktorem je existence povrchového charakteristického znaku, jehoZ uspo-
fadani vzhledem ke jmenovité krystalografické orientaci je znimé.

Kromé toho je, jak miiZze byt seznatelné z obr. 2, navrhované zafizeni na konci monokrystalu 1,
odvraceném od kotoucové pily 2, opatiené prostiedky 5 pro nata¢eni monokrystalu 1 kolem jeho
sttedové podélné osy M. Dale je opatieny snima¢ 6 pro méfeni vychyleni X kotoucové pily 2
vzhledem k rovin€ T fezu béhem odfezavani plochého kusu la z monokrystalu 1, ze kterého se
bude nasledné vytvatet platek. Snimac 6 a otagivé prostfedky 5 pro nata¢eni monokrystalu 1 jsou
navzajem propojené - pies ovladaci prostfedky 7, které jsou konstruk&né vytvorené takovym
zpiisobem, Ze v zdvislosti na naméfeném vychyleni X kotoudové pily 2 jsou ota¢ivé prostredky 5
ovladané tak, Ze se monokrystal 1 nata¢i do specifické ithlové polohy, ve které krystalograficka
orientace K zaujimé pfedem stanoveny ithel p korespondujici s naméfenym vychylenim X kotou-
¢ové pily 2 vzhledem ke sméru V posuvu.

V modifikovaném provedeni je zafizenim pro rozfezavani monokrystalu zafizeni pro fezani dré-
tem, které je zndzornéné na obr. 3 a 4. Soudasti, které koresponduji se soutastmi zatizeni zna-
zornéného na obr. 1 a 2, jsou oznacené stejnymi vztahovymi znatkami. Jak mize byt seznatelné
z obr. 3, je monokrystal 1 uchyceny a zafixovany v neznazornéném drzéku, ktery je prostied-
nictvim posuvové jednotky pfiéné posuvny pies oblast sestavy drati dratového tezného nastroje
8. Dratovy fezny néstroj 8 sestava z velkého poctu paralelng probihajicich drat 8a, 8b, 8¢, které
jsou tazené pres vélce (nejsou znizornéné) a posouvatelné ve smérech A, B, naznacenych na
obr. 3 Sipkami, v rovinach kolmych na stfedovou podélnou osu M monokrystalu 1. Zafizeni dale
zahrnuje prostfedky 9 pro nanaseni pasty obsahujici diamantové zrna na dréty 8a, 8b, 8¢ uspofa-
dané na jedné strané monokrystalu 1, a prostfedky 10 pro &isténi a odstratiovani materialu odbru-
Sovancho béhem fezani draty 8a, 8b, 8c prochézejicimi skrze monokrystal. V alternativnim pro-
vedeni jsou diamantova zrna jiZ pevné zaglengna do drétu a uvedené nanaseni pasty neni tudiz
nutné. Podobné jako zafizeni zndzornéné na obr.2 je toto provedeni zafizeni, jak miize byt
seznatelné z obr. 4, opatfené prostiedky 5 pro natadeni monokrystalu 1, snimadem 6 pro zjisto-
vani vychyleni dréti 8a, 8b, 8¢, a ovladacimi prosttedky 7 pro ovladani prostfedki 5 pro nataceni
monokrystalu 1 jako funkce zji§téného vychyleni drétu.

Dile bude, s odvolanim na obr. 5 az 10, podrobn& popsana provozni &innost zafizeni podle obr. 1
a2

Po uloZeni monokrystalu 1 do drzéiku se tento drzék prostiednictvim pohonu premistuje ve
sméru W, naznaCeném na obr. 2, tak, Ze se mezi volnym koncem la monokrystalu a kotouovou
pilou 2 vytvofi mezera, jejiz velikost je o néco vétsi neZ tloustka platku, ktery se ma vytvaret.
Pot¢ se monokrystal 1 pomoci pohonu premisti ve sméru V posuvu naznadeného na obr.2 a 5
rychlosti v posuvu ke kotoucové pile 2, ktera se otaéi kolem osy otaceni ve sméru A, naznade-
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rychlosti v posuvu ke kotoucové pile 2, ktera se ota¢i kolem osy otadeni ve sméru A, naznale-
ném na obr. 1. Otacejici se kotoucova pila 2 se za utelem oddéleni plochého kusu la, ktery bude
pozdéji tvofit platek, zafezavd do monokrystalu 1. Béhem operace fezani vytvareji po dosazeni
kritické hloubky vniknuti fezného nastroje do monokrystalu 1 diamantova zrna fezaciho bfitu 3
kotoucové pily 2 mikroskopické trhlinky, jejichZ vysledkem je, v diisledku reciproéniho tvoreni
siti, obruSovani materialu. Uvedena kritickd hloubka vniknuti je zavisla na sméru pohybu dia-
mantovych zrn vzhledem ke jmenovité krystalografické orientaci K. Nahlizeno z makroskopic-
kého hlediska je kritickd hloubka vniknuti zavisla na @hlu p sviraném mezi jmenovitou krystalo-
grafickou orientaci K a smérem V posuvu fezného nastroje v roviné kolmé na sttedovou podél-
nou osu M monokrystalu. Bylo zji§téno, Ze na kazdé z protilehlych stran S, S” vzhledem k zabi-
rajici kotouCové pile 2 se kriticka hloubka vniknuti 1i$i. Na obr. 7 je graficky znazornéna kriticka
hloubka vniknuti kotou¢ové pily 2, zndzornéné na obr. 5, na uvedenych protilehlych piedni stra-
né S a zadni strané S” pro riizna nastaveni ahlu p jmenovité krystalografické orientace K vzhle-
dem ke sméru V posuvu fezného nastroje. Tento rozdil kritické hloubky vniknuti kotou¢ové pily
2 na piedni stran€ S a na zadni strané S” ma za nasledek odlisné kritické zatizeni L, na predni
stran¢ S a L, na zadni stran& S’. Za tohoto stavu je fezaci btit 3 kotoucové pily po jeho uvedeni
do styku s materidlem monokrystalu 1, coZ je zndzorn&no na obr. 6, vystaveny, kromé odtlado-
vaci sily F, plisobici ve sméru posuvu, vystaveny u¢inku navzajem odlinych odtla¢ovacich sil
F., E,’, plisobicich, v uvedeném pofadi, na pfedni stran¢ S a na, dni strané S . Tyto smérové
zavislé sily F,, F," rozdilné velikosti vyvolavaji vyslednou silu F, kterd zpisobuje smérové
zavislé boéni vychyleni X.

Jak mizZe byt seznatelné z obr. 8, je vysledna sila F, tvofena souctem jednotlivych sil F, F," a
E,, zavisla na sméru V posuvu fezného néstroje a na sméru jmenovité krystalografické orientace
K, neboli, jinak feceno, na Ghlu p, ktery tyto dva sméry mezi sebou sviraji v roving fezu kolmé
na stfedovou podélnou osu monokrystalu 1. V zavislosti na materialu monokrystalu, nebo v pii-
padé polovodici také na obsahu legovacich Pfimési, a na dalSich faktorech existuji upfednostiio-
vané uhly, pti kterych jsou shora zmiilované odtlatovaci sily navzajem vyvazené a kotoucova
pila 2 se do monokrystalu 1 zafezava bez vyskytu bo¢niho vychyleni.

Pfi provadéni zpisobu podle pfedlozeného vynalezu se shora zmitiované odtlatovaci sily vyuzi-
vaji pro korigovani bo¢niho vychyleni X kotougové pily béhem fezéani. Pro tento udel se, jak
miiZe byt seznatelné z obr. 2, méii uvedené vychyleni X kotoudové pily nebo slozka F, nebo F,
axialni fezné sily prostfednictvim snimade 6. V zavislosti na zji§téné hodnoté vychyleni se
pomoci ovladacich prostfedkit 7 uvadi do &innosti prostfedky 5 pro natadeni monokrystalu 1
takovym zpilsobem, Ze se thel p svirany mezi jmenovitou krystalografickou orientaci K a smé-
rem V posuvu nastavi tak, Ze se bo¢ni vychyleni zpisobované odtlatovacimi silami F,, F," v
podstaté vyrovna na nulu. V urditych piipadech je rovnéz tak vyhodné kotoudovou pilu nebo
fezny néstroj stanovenym zpiisobem mirng vychylit. To je moZné provadét také prostiednictvim
nastaveni uhlu p.

Tento zpisob je rovnéz tak mozné aplikovat ve spojeni se zatizenim pro fezani dratem znézorng-
nym na obr. 3 a 4. pfiemz v tomto piipadé se pak méfi vychyleni jednoho nebo vice drati.

Vysledkem vyuziti pisobicich odtladovacich sil pro u¢innou regulaci boéniho vychyleni je, jak
miiZe byt seznatelné z obr. 9 a 10, korekce nerovnosti a drsnosti Ra povrchu docilena natddenim
monokrystalu kolem jeho stfedové podélné osy M pro nastaveni odpovidajiciho thlu p mezi
Jmenovitou krystalografickou orientaci K a smérem V posuvu fezného néstroje.

Upfednostiiované Gihly jmenovité krystalografické orientace K vzhledem ke sméru V posuvu, pfi
kterych se botni vychyleni fezného néstroje stava nulovym, jsou zavislé na materialu mono-
krystalu. Tyto uhly se stanovuji empiricky pro kazdy material za pouZiti navrhovaného zkugeb-
niho postupu. Pfi provadéni tohoto postupu, jehoz schéma je znazornéné na obr. 11, se mono-
krystal 20 uréeného materialu rozfeze na mnozstvi plochych kust 20a az 20e, jejichz tloustka

-4-
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ploché kusy se poté ulozi do drzaku 21 takovym zpiisobem, Ze rovinné Gseky 40a az 40e jejich
vnéjSiho povrchu (rovinné plochy), jsou napfiklad v zafizeni pro fezéani dratem jednotlivé uspo-
fadané v riiznych hlech vzhledem ke sméru V posuvu. Poté se monokrystal 20, pfipraveny takto
sestavenim z plochych kusi 20a az 20e, v fezacim zafizeni rozfeze na jednotlivé platky a sou-
Casné se provede kontrola drsnosti a nerovnosti povrchi takto ziskanych pléatkii. Tento postup se
opakuje vicekrat az do vymezeni upfednostiiovanych thli pro optimalni fezani. Takto vymezené
hly slouZi jako vychozi proménna pro operaci fezani monokrystalii uréenych k déleni pomoci
zafizeni znazorn€nych na obr. 1 az 4. zatimco pfizpiisobovani nastaveni Ghlu pomoci otagivych
prostredki 5 a ovladacich prostfedki 7 slouzi ke korekci b&hem operace fezani.

Pro usazeni monokrystalu 1 v zafizenich zndzornénych na obr. 1 az 4 ve stanoveném Ghlu p svi-
raném mezi jmenovitou krystalografickou orientaci K a smérem V posuvu je upravené nastavo-
vaci zafizeni, které je znidzornéné na obr. 12. Toto nastavovaci zafizeni vykazuje aloznou desku
50 a suport 51 rozkladajici se z ulozné desky vertikaln&é smérem nahoru. Na suportu 51 jsou
uspofadané san€ 52, které se pfemistuji nahoru a dold ve vertikalnim sméru, naptiklad v nezné-
zornéném vedeni, a mohou byt uzplisobené pro fixovani v pfedem stanovené vysce prostiednic-
tvim upeviiovacich prostfedkii 53. Sané 52 jsou opatfené dorazem 54 ve tvaru thelniku, jeho
spodni hrana 54a svira s vertikalni rovinou pfedem stanoveny thel y. Pro ugely vkladani a usa-
zovani monokrystalu 1, ktery je pevné spfazeny se spojovacim kusem 55, do jednoho z fezacich
zafizeni znazornénych na obr. 1 az 4 je tento monokrystal pfilepeny k li§té 56, vytvorené napii-
klad z grafitu, pfi¢emz pro tento ucel pouzitym lepidlem je lepidlo, které se vytvrzuje pouze po
pfedem stanovené dobé tak, aby bylo jesté mozné monokrystal 1 po urdity ¢asovy interval nata-
get kolem jeho stfedové podélné osy M. Poté se monokrystal 1 spole&né se spojovacim kusem 55
a liStou 56 vloZi do nastavovaciho zafizeni, jehoZz san& 52 jsou ptedem nastavené a zafixované ve
vySce nezbytné pro tento typ monokrystalu. Po zatlageni monokrystalu 1 spoleéné se spojovacim
kusem 55 a lidtou 56 pod doraz 54 ve tvaru thelniku je tento monokrystal 1 uspofadany tak, ze
rovinny usek 4 jeho vnéjsiho povrchu spogiva na spodni hrané 54a uvedeného dorazu 54. Pfi
provadéni tohoto kroku se tihel y, ktery spodni hrana 54a dorazu 54 sviré s vertikalou, voli tak, ze
se pro kazdy konkrétni monokrystal 1 nastavi urcity upfednostiiovany thel p jmenovité krys-
talografické orientace K vzhledem k vertikale. Poté se monokrystal 1, ktery je napevno spfazeny
s liStou 56, vlozi do fezaciho zafizeni tak, Ze se smér V posuvu shoduje s vertikdlou, &im¥ se
vymezi uhel p.

Shora popsany vynélez vykazuje specifickou vyhodu spogivajici v tom, Ze pti jeho pouZiti zej-
mena ve spojeni s vytvafenim GaAs platkd s primérem 3est palct nebo piipadng vét$im, lze diky
zvySené rychlosti posuvu jejich roziezavani stale jesté bez obtizi provadét pomoci fezani pilou.

PtedloZeny vyndlez neni omezeny pouze na polovodiové monokrystaly (ryzi prvky, polovodice,
smési polovodici). Naopak, zpiisob a zafizeni podle pfedloZeného vyndlezu je moZné pouzit pro
rozfezavani jakychkoliv monokrystali, napfiklad optickych monokrystalii, nebo keramickych
materiald.
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PATENTOVE NAROKY

1. Zplsob déleni monokrystald, pfi kterém se monokrystal (1) uréeny k roziezavani na alespori
dva kusy a fezny nastroj (2, 3; 8, 8a, 8b, 8c) pfemistuji vi¢i sob& navzijem ve sméru (V)
posuvu, a pfi kterém je monokrystal (1) uspofadany tak, Ze jmenovita krystalograficka orientace
(K) lezi v roviné (T) fezu, vyzmnacujici se tim, Ze thel (p) mezi jmenovitou krystalo-
grafickou orientaci (K) a smérem (V) posuvu se voli tak, Ze sily pisobici na fezny nastroj b&hem
fezani ve sméru kolmém na rovinu (T) fezu se navzajem kompenzuji nebo se séitaji s predem
stanovenou silou.

2. Zpisob podle naroku 1, vyznaéujici se tim, Ze b&hem fezini se méii vychyleni
(X) fezného nastroje (2, 3; 8, 8a, 8b, 8c), a Ze se monokrystal (1) nata¢i jako funkce naméiené
hodnoty a jmenovité krystalografické orientace (K) v roviné (T) fezu.

3. Zpisob podle naroku 1 nebo 2, vyznadujici se tim, Ze roziezivani se provadi
pomoci fezani pilou.

4. Zpusob podle naroku 1 nebo 2, vyznadujici se tim, Ze rozfezavani se provadi
pomoci fezani dratem.

S.  Zpisob podle nékterého z narokii 1 az4, vyznadujici se tim, Ze ahel (p) se stano-
vuje empiricky jesté pfed fezanim.

6. Zpisob podle n€kterého z naroki 1 a2 5, vyznaéujici se tim, Ze nastavovani thlu
(p) se provadi prostfednictvim nastavovaciho zafizeni mimo vlastni fezaci zafizeni.

7. Zpusob podle nekterého z narokii 1 a2z 6, vyznadujici se tim, Ze se pouZije pro
roziezavani monokrystall (1) polovodicu I1I. az V. skupiny, zejména GaAs.

8. Zafizeni pro dé€leni monokrystali vykazujici fezny nastroj (2, 3; 8, 8a, 8b, 8c), drzak
monokrystalu (1), pohon pro piemistovani drzaku a fezného nastroje vii¢i sob& navzijem ve
sméru (V) posuvu fezného nastroje, ktery probiha kolmo na stiedovou podélnou osu (M)
monokrystalu (1), a otacivé prostfedky (5) pro natageni drzéku, prosttednictvim kterych je drzak
otony tak, Zze se monokrystal (1) miZe natiCet kolem své stiedové podélné osy (M),
vyznacfujici se méficimi prostfedky (6) pro mé&feni vychyleni (X) fezného nastroje ve
sméru kolmém na smér (V) posuvu.

9. Zafizeni podle niroku 8, vyznacéujici se ovladacimi prostiedky, které jsou spojené s
méficimi prostfedky (6) a otacivymi prostfedky (5), a které ovladaji otagivé prostiedky (5)
takovym zplisobem, Ze se monokrystal natagi tak, Ze vychyleni fezného néstroje je v podstaté
nulové nebo dosahuje pfedem stanovené hodnoty.

10. Zafizeni podle naroku 8 nebo 9, vyznadujici se tim, e timto zafizenim je zafi-
zeni pro fezéani pilou.

11. Zafizeni podle ndroku 8 nebo 9, vyznaéujici se tim, e timto zafizenim je zaFizeni
pro fezani dratem.

12. Zatizeni pro nastavovini monokrystalu, pfi¢emz monokrystal (1) je v podstaté valcové
konfigurace se stfedovou podélnou osou (M) a ma na svém vn&j$im povrchu rovinny Gsek (4), a
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jmenovita krystalograficka orientace (K) monokrystalu vykazuje thel (o) vzhledem k normale
(N) na uvedeny rovinny sek vné&jsiho povrchu v roviné kolmé na stfedovou podélnou osu (M),
majici vymezovaci doraz upraveny na vertikalné usporadaném suportu (51) se spodni hranou
(54), ktera s vertikalou svira pfedem stanoveny uihel (y).

13. Zafizeni podle naroku 12, vyznadujici se tim, Ze vymezovaci doraz je vyskové
nastavitelny.

14. Zafizeni podle niroku 12 nebo 13, vyznacdujici se tim, Ze je vybavené riiznymi
vyménitelnymi vymezovacimi dorazy s odlisnymi thly (y).

15. Zafizeni podle nékterého z narokt 12 az 14, vyznadujici se tim, Ze timto zafize-
nim je nastavovaci zafizeni pro provadéni zpisobu podle n&kterého z narokii 1 az 8.

16. ZkuSebni postup zjistovani optimalniho (hlu mezi jmenovitou krystalografickou orientaci
(K) a smérem (V) posuvu fezného nastroje pro zpisob podle nékterého z naroki 1 aZ 8,
vykazujici kroky:

déleni monokrystalu, pfi¢emz tento monokrystal je v podstaté véalcové konfigurace se stfedovou
podélnou osou (M) a ma povrchovy charakteristicky znak (4), jehoz orientace vzhledem ke
jmenovité krystalografické orientaci (K) monokrystalu je zndma, na mnoZstvi plochych kusii
(20a az 20¢) ptedem stanovené tloustky ve sméru kolmém na jeho stfedovou podélnou osu,

spojeni plochych kusii takovym zpisobem, Ze povrchovy charakteristicky znak kazdého z
plochych kusid zaujima vzhledem ke stfedové podéIné ose odlisnou thlovou polohu,

souCasné rozfezavani takto sestaveného monokrystalu (20) v fezacim zafizeni na ploché kusy
vykazujici tloustku platku, ktery se ma vytvafet,

méfeni pravidelnosti povrchu a/nebo tloustky takto vytvofenych plochych kusi,

zjidtovani optimalniho thlu (p) jmenovité krystalografické orientace (K) vzhledem ke sméru (V)
posuvu fezného nastroje.

17. ZkuSebni postup podle néroku 16, vyzna&ujici se tim, Ze povrchovym charakte-
ristickym znakem je rovinna plocha nebo drazka.

6 vykresii
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